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【はじめに】本グループでは、GaN量子殻ナノワイヤ(NW)を用いた発光素子の検討を行っている。

NWを用いた発光デバイスの多くは ITOを透明電極に用いている。しかし、レーザ応用を考える

と内部ロス増大につながると考えられるため、我々はトンネル接合の適用を検討している。サン

プル構造を図 1に示す。しかし、MOVPE法では、水素によるMgの不活化などの問題がある。本

研究では、水素の不活化が発生しないと考えられるスパッタリング法を用いた n型 GaNの埋込成

長に関する検討を行った。 

【実験方法】まず、平坦膜 p型 GaN上に、GaNターゲットと、Siターゲットを用いて二元スパッ

タリングを行い、成長させた n-GaN単膜の結晶性、電気伝導特性を評価した。次に、GaNテンプ

レート上に選択成長させた n型 GaN-NWを覆うように量子殻活性層（MQS）、p型 GaN、トンネ

ル接合層まで MOVPEにて成長した量子殻 NWに、スパッタリングにて n型 GaNを埋込成長し、

その後デバイス加工を行い、電気的特性の評価を行った。 

【結果と考察】 平坦膜上のスパッタリング n型 GaNの(0002)および(10-12)回折 XRCロッキング

カーブωスキャンの半値幅はそれぞれ 354 arcsec および 369 arcsecであり MOVPEと同程度であ

った。また、図 1のように量子殻 NWをスパッタ n-GaNで埋め込むと、図 2のように NWトップ

部が厚膜化し側面は薄膜化した。デバイス特性等、詳細な内容については当日報告する。 
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Figure1：Device structure Figure2：SEM image of NW embedded n-GaN grown by sputtering 
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